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Kis kérdések
» Minek a roviditese az MPW? Ez mit jelent magyarul? Mi a
gazdasagi elénye?

§ MPW = multi project wafer, magyarul a lényege: egy szeleten 10-15
terv keril legyartasra. Gazdasagi elénye: a maszk koltségek sok terv

k6zOtt oszlanak meg.

» Szamolja ki, hogy mekkora nyitofesziiltség mellett lesz a
NMQOS tranzisztor telitesi arama 10mA. (V;=0.7V,
K=100pA/NV?2, W =1um , L=0.25um)

§ I =KW/LXU-V;)?
10 = 10040E-3:4/0.25 XU-0.7)?
25 = (U-0.7)2p U=5.7V

Ha K/2-vel szamolt valaki, akkor sqrt(50)@ b U=7.7V is j0.
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Kis kerdések
» A MOS struktdra mely paramétereitdl fligg a V-
kliszObfesziltseg ertéke?
§ oxidvastagsag — né / vagy oxidkapacitas — csokken

§ bulk adalékolas — n6
§ gate-bulk kontakt potencial — né

» Egy integralt aramkor feltletén hogy kell két ellenallast
tervezni ahhoz, hogy megvalositas esetén a ket ellenallas
(pl.: bazis diffuzios ellenallas) minel egyformabb legyen?

azonos geometria

azonos orientacio

kbzel legyenek egymashoz

azonos izotermara essenek (azonos hémerseéklet)
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Kis kérdések

» Rajzolja fel a ndvekmeényes n csatornas MOS tranzisztor
keresztmetszeti kepét es kimeneti karakterisztika-sereget!
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Source/drain adalékolas ~ Vékony oxid gate 0 a0 3o
Vs (V)

» Hogyan flgg a kliszdb alatti aram értéke a V¢ feszlltségtol?
§ exponenciadlisan

N Ip ~ lg e @V /KT) ahol n3 1
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Tervezési feladat

> o D]« Kl = NOT(AB+C) :
) <
module complex (A, B, C, KI): :—*h
input A, B, C; o
output KI; Al
assign Kl = ~((A & B)|C); e .
endmodule; GE’D v
module test;
reg a,b,c; wire Kki;
complex cplx(a,b,c,ki);
intial begin
a=0; b=0; c=0;
#1 a=1;
#2 b=1,;
end
endmodule
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Tétel szeruen kifejtendo kérdes a)

Szimulator: Reprezentacio: Absztrakcios szint:

Viselkedési leiras

: s Rendszer szintd
Specifikaciéo VHDL-ben tervezés

vagy Verilog-ban

Szintézis = = [leceeeieiiieesisssessssssssssssssssssaaeas

Logikai tervezés

Logikai szimulacio Struktaralis lefras (]
T T YT TTTTT T T I PP PP PPPPPPPPPPPPPPFPS ‘ Layout generalas \ ................. LLTLITITTTTITTITTITTT I
id6zitesi __ Tranzisztor szintd

paraméterek tervezes

Aramkorszimulacio Layout editor

eszkbzparaméterek tervezési szabalyok
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Layout leiras

Fizikal eszkdzszimulacio Technoldgiai szimulacio

Optimalizalas
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Tétel szerten kifejtendo kerdés b)
Szimulator: Reprezentacio: Absztrakcids szint:
: — Rendszerszinti leiras o
Specifikacio SystemC-ben Rendszer §2|ntu
HW-SW co-design tervezes
J L
Viselkedeési leiras Aci
Speciikicio viLben | | A teTvezési munka
vagy Verilog-ban itt koncentralodik

Magasszintl szintézis

Struktaralis/logikai leiras Logikai tervezés

VHDL-ben vagy
Verilog-ban

Logikai szimulacio \

Ez kimarad, az
0sszekotteteseket
reprezentald
programkod keszul

Fizikai terv (layout)
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